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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

近年、原子層堆積法 (ALD) により成膜された酸化物半導体の報告例が急増している。
ALDでは段差被覆性・膜厚制御・組成制御性に優れるため複雑化・高層化する半導
体デバイスへの適用が期待されている。そこで、本研究ではALD装置 (AT102) を用
い、ALD法によるInGaZnO等酸化物半導体に関し成膜評価を実施し組成制御手法の
確立を試みた。

実験
Experimental

Fig.1に今回実施したInGaZnO ALDのシーケンスを示す。各酸化物成膜サイクル数
をInOx：X、GaOx：Y、ZnOx：ZとしX, Y, Zの比率をX:Y:Z=7:1:1およ
びX:Y:Z=11:1:1で変化させ成膜を行った。それぞれの薄膜についてALD装置付帯
のXPS装置 (AT103) にて組成分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.2(a)にX:Y:Z=7:1:1で成膜したInGaZnO膜のXPS深さ方向組成分析結
果、Fig.2(b)にX:Y:Z=11:1:1で成膜したInGaZnO膜のXPS測定結果を示す。本結果
から何れの成膜サイクル比においてもIn、Ga、Znを含む酸化物、即ちInGaZnO薄
膜が成膜できていることが分かる。また、ラインプロファイルにおいてフラットな
部分のIn:Ga:Zn比を算出すると、下記の通りとなった。X:Y:Z=7:1:1のときIn：Ga：
Zn比は7.4：1：1.9となり、X:Y:Z=11:1:1のとき、In：Ga：Zn比は 12.3：1：2
となった。In：Ga比は概ねサイクル比通りとなり、Zn比率のみGaの2倍となった。
これは、InOxおよびGaOxの分光エリプソメータ (AT063) により求めたサイクルレー
トが概ね1.0Å/cycleであるのに対しZnOxは概ね2.0Å/cycleであることに起因し
ていると考えられる。 上記評価により、成膜サイクル比とサイクルレートにより組
成を制御できることが明らかとなり、様々な組成を有するInGaZnO膜の成膜が可能
となった。
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Fig.1 Sequence of InGaZnO ALD
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Fig.2(a) XPS result of InGaZnO film with X:Y:Z=7:1:1
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Fig.2(b) XPS result of InGaZnO film with X:Y:Z=11:1:1
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